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論文内容の要旨
本論文はシリコンとシリコン酸化膜との界面に関する研究について述べた第 1 編とその研究成果を
プレナ形素子に適用した結果について述べた第 2 編よりなっている。
第 l 編ではピンホールが存在せず、かつナトリウムイオンを含まないシリコン加熱酸化膜を作成す
る方法について述べたあと、電庄一容量特性の測定法および、酸化膜界面に関する物性を知るための解
析法を説明した。また電圧 誘電体損特性が界面物性の測定手段になりうることを示した。
つぎに、加熱酸化膜の物理的特性の加熱酸化条件および低温熱処理条件に対する依存性よりシリコ
ン表面ポテンシャルと表面準位の発生と消滅機構を論ずる。
すなわち、
(1) シリコン表面ポテンシャルの変位を酸化膜中の溶解酸素濃度で説明した。
(2) アルミニウムとシリコン酸化膜との界面反応および、それがシリコン酸化膜界面に与える効果を
水素熱処理のそれと比較しながら論ヒた。
(3) 7](素熱処理のある種の処理条件で新らしい表面準位が発生することを見出し、そのエネルキイ子;
位と成因について述べている。
(4) 表面準位の結晶面異方性は単に表面準位密度だけでは説明しえないことを示した。
第 2 編は第 1 編の研究成果を MOS 形トランジスタおよびシリコルピジコンの研究に適用した結果
について述べている。
まず、 n チャンネル・デプレッション形MOS トランジスタについて第 1 制で得られた結果と対比
しながら研究を進め、各種熱処理条件のMOS 形トランジスタの特性に及ぼす効果を明らかにした。
この結果より MOS形トランジスタの製造工程で生ずる酸化膜界面に関する諸問題を解明し、素子の
特性と信頼性の向上をはかった。
A斗A
qδ 
つぎに従来のビジコンとの動作上の差異を考慮、しながら、シリコンビジコンの動作に関する理論計
算を行なった。得られた式よりシリコンビジコンの基本特性とターゲ、ットの構造・基板の特性との聞
についての関係式を導びき、実験結果と比較した。これらはシリコンビジコンを設計するうえで指針
を与えるものである。さらに各種画像きずの発生の状態を分類し、その原因について物性的考察を行
なった。
論文の審査結果の要旨
本論は半導体工学上最も重要な問題であるシリコン単結晶とシリコンの界面の電気的特性を主とし
て容量電圧特性を用いて詳細に検討した結果と、その応用としての安定化きれた表面をもっMOS ト
ランジス夕、 MOS フォトトランジスタ及びシリコン・ビジゴンの開発について述べたものである。
その業績を要約すれば次の通りである。
( i ) シリコン表面の不安定の原因であるナトリウムイオンを除く酸化方法を開発した。
( i i ) 上述の方法で得られたシリコン酸化膜とシリコン界面の欠陥としては酸化膜中の過剰酸素が
考えられることを種々の点から論じた。
(i i i) この観点に立って窒素処理、水素処理、アルミニウム熱処理が界面欠陥に及ぼす影響を詳細
に追究した。
( iv) 上述の研究成果から安定なMOS トランジスタ及びフォト・トランジスタを作成し表面移動度
と処理の関係を求めた。
( v ) シリコンビジコンの光照射面に蓄積層を作ることによって可視光感度を向上さす方法を開発
するとともにその動作機構を解析した。
以上のように本論文は半導体工学上重要な新知見を加えたのみならず、その成果の各種半導体素子
への応用が期待され半導体工学上重要な貢献をもつものであり、博士論文として価値あるものと認め
る
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